“Litografia cu sarcina de suprafata” —
O nanotehnologie originala

Luand in considerare faptul ca nanostructurarea spatiala in trei dimensiuni ramane inca o provocare pentru majoritatea
materialelor electronice, solutiile existente fiind foarte costisitoare, la Centrul National de Studiu si Testare a
Materialelor din cadrul UTM a fost elaborata o tehnologie originald numita “Litografie cu sarcina de suprafata - LSS”.
Tehnologia permite fabricarea nanostructurilor in 3D din nitrurd de galiu (GaN) prin inscrierea directd a unei sarcini
negative pe suprafata probei cu ajutorul unui fascicul focalizat de ioni, dupd care proba este prelucratd
fotoelectrochimic. Abordarea nanotehnologica inovatoare a deschis noi orizonturi pentru studierea si utilizarea nitrurii
de galiu, fiind aplicatd cu succes pentru elaborarea membranelor ultra-subtiri de GaN, cristalelor fotonice
bidimensionale si a diferitor elemente fotonice originale (ghiduri de unda, divizoare de fascicule de lumina, cavititi).
S-a demonstrat cd nanomembranele ultra-subtiri din GaN, fiind aranjate in retele, se comporta ca memristori (rezistori
cu memorie) conectati in paralel, capabili sa efectueze operatii bazate pe mecanisme de nvatare si memorare a unui
stimul electric, dispozitivul cu mai multi memristori avand capacitatea de ,,a invata” mai rapid. LLS a permis, Tn
premierd, vizualizarea directa a retelei de dislocatii intr-un corp solid. Tehnologia in cauza a fost apreciatd cu Medalie
de Aur (Award of Excellence) la Expozitia de Tehnologii si Materiale Noi INPEX-2005 din Pittsburg (USA). Stereo-
designul nanotehnologic a fost publicat pe coperta revistei stiintifice Physica Status Solidi — Rapid Research Letters
din Germania: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssr.201290008
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